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Kis kérdések
► Minek a rövidítése az MPW? Ez mit jelent magyarul? Mi a 

gazdasági előnye?
§ MPW = multi project wafer, magyarul a lényege: egy szeleten 10-15 

terv kerül legyártásra. Gazdasági előnye: a maszk költségek sok terv 
között oszlanak meg.

► Számolja ki, hogy mekkora nyitófeszültség mellett lesz a 
nMOS tranzisztor telítési árama 10mA. (VT=0.7V,  
K=100µA/V2, W =1µm , L=0.25µm)
§ Isat=K⋅W/L⋅(U-VT)2

10 = 100⋅10E-3⋅1/0.25 ⋅(U-0.7)2

25 = (U-0.7)2 ⇒ U=5.7V

Ha K/2-vel számolt valaki, akkor sqrt(50)≅7 ⇒ U=7.7V is jó.
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Kis kérdések
► A MOS struktúra mely paramétereitől függ a VT

küszöbfeszültség értéke? 
§ oxidvastagság – nő / vagy oxidkapacitás – csökken
§ bulk adalékolás – nő 
§ gate-bulk kontakt potenciál – nő 

► Egy integrált áramkör felületén hogy kell két ellenállást 
tervezni ahhoz, hogy megvalósítás esetén a két ellenállás 
(pl.: bázis diffúziós ellenállás) minél egyformább legyen? 
§ azonos geometria
§ azonos orientáció
§ közel legyenek egymáshoz
§ azonos izotermára essenek (azonos hőmérséklet)



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomanyi Egyetem

Elektronikus Eszközök Tanszéke

2008-09-09 Mikroelektronika - NZH2 megoldások © BME-EET 2008 4

► Rajzolja fel a növekményes n csatornás MOS tranzisztor 
keresztmetszeti képét és kimeneti karakterisztika-seregét! 

► Hogyan függ a küszöb alatti áram értéke a VGS feszültségtől?
§ exponenciálisan

Kis kérdések

fémezés, S/D kontaktusok

Vékony oxidSource/drain adalékolás gate

ID ~ IS e (qV
GS

/nkT) ahol n ≥ 1
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Tervezési feladat
► KI = NOT(AB+C) A

B C KI

module complex (A, B, C, KI);
input A, B, C;
output KI;
assign KI = ~((A & B)|C);

endmodule;

module test;
reg a,b,c; wire ki;
complex cplx(a,b,c,ki);
intial begin

a=0; b=0; c=0;
#1 a=1; 
#2 b=1; 
…

end
endmodule
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Tétel szerűen kifejtendő kérdés a)

Optimalizálás

Fizikai eszközszimuláció Technológiai szimuláció

eszközparaméterek tervezési szabályok

Viselkedési leírás

Specifikáció VHDL-ben 
vagy Verilog-ban

Rendszer szimuláció
Rendszer szintű 

tervezés

Struktúrális leírás SémaeditorLogikai szimuláció

Szintézis
Logikai tervezés

Layout generálás

Layout leírás Layout editorÁramkörszimuláció

időzítési 
paraméterek

Tranzisztor szintű 
tervezés

Absztrakciós szint:Reprezentáció:Szimulátor:
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Tétel szerűen kifejtendő kérdés b)
Rendszerszintű leírás

Specifikáció SystemC-ben
HW-SW co-design

Rendszer szimuláció Rendszer szintű 
tervezés

Magasszintű szintézis

időzítési paraméterek

Absztrakciós szint:Reprezentáció:Szimulátor:

Viselkedési leírás
Specifikáció VHDL-ben 

vagy Verilog-ban
Funkcionális tesztelés

Struktúrális/logikai leírás
VHDL-ben vagy 

Verilog-ban
Logikai szimuláció

Mapping és 
layoutgenerálás

Logikai tervezés

Fizikai terv (layout)Időzítési adatok kinyerése
Tranzisztor szintű

tervezés

A tervezési munka 
itt koncentrálódik

Ez kimarad, az 
összeköttetéseket 

reprezentáló 
programkód készül


